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Beschreibung

[0001] In der Offenlegungsschrift DE 100 40 448 A1
ist ein Halbleiterchip und ein
Verfahren zur Herstellung
von Halbleiterchips in Dinnschichttechnik beschrie-
ben. Auf einem Substrat wird ein Schichtenverbund
aus einer aktiven Schichtenfolge und einer Grund-
schicht angeordnet. Ferner werden dem Schichten-
verbund eine Verstarkungsschicht und eine Hilfstra-
gerschicht hinzugefiigt, die auf galvanischem Wege
auf die Grundschicht aufgebracht werden, bevor das
Substrat abgeldst wird. Auf der Seite des abgeldsten
Substrats wird zur Handhabung der aus dem Schich-
tenverbund gebildeten Halbleiterchips eine Folie auf-
laminiert.

[0002] Ferner ist aus der Offenlegungsschrift DE
102 34 978 A1 ein oberflachenmontierbares Halblei-
terbauelement mit einem Halbleiterchip und zwei ex-
ternen Anschliissen bekannt, wobei die externen An-
schliisse an einer Folie angebracht sind.

[0003] Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde
liegt, ist es, ein optoelektronisches Bauelement zu
schaffen, das moglichst effizient verwendbar ist.

[0004] Die Aufgabe wird geldst durch Merkmale des
unabhangigen Patentanspruchs. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteranspri-
chen gekennzeichnet.

[0005] Die Erfindung zeichnet sich aus durch ein op-
toelektronisches Bauelement mit zumindest einem
Metallkdrper und einer Schichtenfolge, die auf einem
Grundkorper aufgebracht ist und die dazu ausgebil-
det ist, eine elektromagnetische Strahlung zu emittie-
ren und bei der auf zumindest einer Seitenflache eine
Isolierung aufgebracht ist, wobei der zumindest eine
Metallkérper auf zumindest einen Bereich der Isolie-
rung aufgebracht ist und so ausgebildet ist, dass erin
warmeleitenden Kontakt steht mit dem Grundkoérper.

[0006] Wahrend eines Beaufschlagens des optoe-
lektronischen Bauelementes mit einem Strom, so
dass eine elektromagnetische Strahlung emittiert
wird, wird typischerweise immer auch eine Warme er-
zeugt, die insbesonders bei optoelektronischen Bau-
elementen in Hochstromanwendungen zu einer ge-
ringeren Lichtausbeute und einer verminderten Be-
triebsdauer und sogar zu einer Zerstérung des opto-
elektronischen Bauelementes fiihren kann. Ferner
kann eine hohe Warmeerzeugung eine Wellenlan-
genverschiebung der emittierten elektromagneti-
schen Strahlung hervorrufen und somit eine Schwan-
kung des Farbortes.

[0007] Der Grundkorper ist vorgesehen zum Auf-
bringen der Schichtenfolgen, die bei Beaufschlagung
mit dem Strom die elektromagnetische Strahlung
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emittieren. Auf dem Grundkérper kénnen eine oder
mehrere Schichtenfolgen angeordnet sein. Der
Grundkorper ist typischerweise als Warmesenke
ausgebildet und ist besonders geeignet, die wahrend
des Betriebes des optoelektronischen Bauelementes
erzeugte Warme abzuleiten, so dass das jeweilige
optoelektronische Bauelement besonders effizient
betrieben werden kann. Damit die Warme besonders
gut an den Grundkoérper abgegeleitet werden kann,
umfasst das optoelektronische Bauelement zumin-
dest einen Metallkorper, der mit dem Grundkdrper in
warmeleitenden Kontakt steht. Damit mittels des Me-
tallkérpers kein Kurzschluss erzeugt wird, ist auf zu-
mindest einer Seitenflache der Schichtenfolge eine
Isolierung aufgebracht, die bevorzugt elektrisch iso-
lierend ausgebildet ist und die Schichtenfolge vor
Verschmutzungen beispielsweise wahrend eines
Vereinzelns der optoelektronischen Bauelemente
schitzt. Der Metallkdrper kann einer oder mehreren
Seitenflachen des optoelektronischen Bauelementes
zugeordnet sein. Dadurch kann, je nach Anforderung
an die Warmeableitung des jeweiligen optoelektroni-
schen Bauelementes, die Warme besonders geeig-
net abgeleitet werden und das optoelektronische
Bauelement besonders effizient betrieben werden.

[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Isolierung als Isolationsschicht oder als Isolations-
schichtenfolge ausgebildet.

[0009] Dadurch kann besonders sicher eine elektri-
sche Isolierung zwischen dem Metallkérper und der
Schichtenfolge gewahrleistet werden. Ferner kann
mittels der Isolationsschicht oder mittels der Isolati-
onsschichtenfolge ein sicherer Schutz vor Ver-
schmutzungen der Schichtenfolge gewahrleistet wer-
den.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weist die Isolationsschicht oder die Isolationsschich-
tenfolge eine Passivierungschicht und/oder zumin-
dest eine Luftschicht auf.

[0011] Die als Passivierungsschicht ausgebildete
Isolationsschicht oder Isolationsschichtenfolge ist be-
vorzugt elektrisch isolierend ausgebildet, so dass
mittels des Metallkérpers kein Kurzschluss erzeugt
werden kann. Des Weiteren schitzt die Passivie-
rungsschicht die Schichtenfolge vor Verschmutzun-
gen beispielsweise wahrend eines Vereinzelns der
optoelektronischen Bauelemente.

[0012] Die Luftschicht kann zwischen der Passivie-
rungsschicht und der Schichtenfolge und/oder zwi-
schen der Passivierungsschicht und dem Metallkor-
per angeordnet sein, so dass der Metallkérper elek-
trisch isoliert ist von der Schichtenfolge, so dass
Kurzschlisse sicher vermieden werden kénnen.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
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ist der Metallkdrper als Metallmaske ausgebildet.

[0014] Dabei ist die Metallmaske derart ausgebildet,
dass sie eine Ausnehmung fur die jeweilige Schich-
tenfolge des optoelektronischen Bauelementes auf-
weist, so dass der als Metallmaske ausgebildete Me-
tallkérper die Schichtenfolge umfassen kann. Bevor-
zugt ist die Metallmaske als ringférmiger Metallkdrper
ausgebildet. Derart kann sie beispielsweise auf die
als Isolationsschicht oder Isolationsschichtenfolge
ausgebildete Isolierung der jeweiligen Seitenflache
der Schichtenfolge aufgebracht werden, so dass die
erzeugte Warme in der Schichtenfolge besonders gut
an den Grundkorper abgeleitet werden kann. Bevor-
zugt kann die Metallmaske mehrere Ausnehmungen
fur einen Verbund von Schichtenfolgen aufweisen
und somit gleichzeitig auf den Verbund von Schich-
tenfolgen aufgebracht werden, so dass die jeweiligen
optoelektronischen Bauelemente besonders kosten-
glnstig hergestellt werden kénnen.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist der Metallkdrper mittels eines galvanischen Ver-
fahrens hergestellt.

[0016] Mittels des galvanischen Verfahrens kann
der Metallkdrper besonders geeignet auf die jeweili-
ge lIsolierung der Schichtenfolge aufgebracht wer-
den, so dass der Metallkérper in warmeleitenden
Kontakt steht mit dem Grundkérper. Dadurch kann
die durch den Betrieb des optoelektronischen Baue-
lementes erzeugte Warme gut abgefiihrt werden und
somit das optoelektronische Bauelement besonders
effizient betrieben werden.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist auf zumindest einen Bereich einer dem Grundkoér-
per abgewandten Oberflache der Schichtenfolge
eine Stromverteilungsstruktur aufgebracht.

[0018] Die Stromverteilungsstruktur stellt typischer-
weise eine elektrische Kopplung zur Schichtenfolge
des optoelektronischen Bauelementes dar. Die
Stromverteilungsstruktur kann beispielsweise mittels
photolithographischen Verfahrens und/oder galvani-
schen Verfahrens auf die dem Grundkoérper abge-
wandten Oberflache der Schichtenfolge aufgebracht
sein. Dabei ist die Stromverteilungsstruktur derart
Uber die jeweilige Oberflache der Schichtenfolge auf-
gebracht, so z. B. in einer quadratischen oder recht-
eckigen Struktur, dass ein wahrend des Betriebes
des optoelektronischen Bauelementes zugeflhrter
Strom besonders homogen in die Schichtenfolge ein-
gebracht werden kann, so dass das optoelektroni-
sche Bauelement besonders effizient betrieben wer-
den kann. Eine derartig ausgebildete Stromvertei-
lungsstruktur auf der dem Grundkoérper abgewandten
Oberflache der Schichtenfolge ist besonders geeig-
net fur groRflachige optoelektronische Bauelemente
fur Hochstromanwendungen.
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[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
steht der zumindest eine Metallkérper elektrisch lei-
tend mit der Stromverteilungsstruktur und mit einem
elektrischen Anschlussbereich zum elektrischen
Kontaktieren des optoelektronischen Bauelementes
in Kontakt.

[0020] Durch die weitere Nutzung des Metallkdrpers
als elektrisch leitende Verbindung zwischen der
Stromverteilungsstruktur und dem elektrischen An-
schlussbereich zum elektrischen Kontaktieren des
optoelektronischen Bauelementes, kann das optoe-
lektronische Bauelement besonders kostenglinstig
hergestellt werden. Dabei stellt der elektrische An-
schlussbereich, der mittels des Metallkérpers mit der
Stromverteilungsstruktur auf der Oberflache der
Schichtenfolge gekoppelt ist, einen zweiten elekitri-
schen Anschlussbereich des optoelektronischen
Bauelementes dar. Ein erster elektrischer Anschluss-
bereich ist typischerweise der der Grundflache zuge-
wandten Oberflache der Schichtenfolge zugeordnet.
Dabei ist die jeweilige Isolierung bevorzugt derart
ausgebildet, dass sie elektrisch isolierend zwischen
dem ersten und zweiten elektrischen Anschlussbe-
reich angeordnet ist, so dass ein Kurzschluss vermie-
den wird.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist der Grundkérper als Keramikkorper, als passivier-
ter Siliziumkorper oder als passivierter metallischer
Kérper ausgebildet.

[0022] Eine deratige Ausbildung des Grundkoérpers
ist besonders geeignet als Warmesenke und somit
zum Ableiten der wahrend des Betriebes des optoe-
lektronischen Bauelementes erzeugten Warme. Das
hergestellte optoelektronische Bauelement umfas-
send den als Warmesenke ausgebildeten Grundkor-
per kann in bevorzugten Anwendungen derart ange-
ordnet sein, dass der Grundkorper mit anderen Kor-
pern aus geeigneten warmeleitenden Material ge-
koppelt ist, so dass das optoelektronische Bauele-
ment besonders effizient betrieben werden kann. Ty-
pischerweise sind elektrisch leitende Grundkoérper
mittels einer Passivierungsschicht, die geeignet war-
meleitend ausgebildet ist, beschichtet, auf die die
Schichtenfolge und/oder die elektrischen Anschluss-
bereiche aufgebracht werden kénnen.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weist der zumindest eine Metallkérper zumindest ei-
nen der Bestandteile Au, Ag oder Ni auf.

[0024] Derartige Materialien eignen sich besonders
zum Abfihren von Warme und gleichzeitig als elektri-
scher Leiter. Bei geeigneter Kopplung des Metallkor-
pers mit dem Grundkorper, kann das optoelektorni-
sche Bauelement besonders kostenglinstig herge-
stellt werden und besonders effizient betrieben wer-
den.
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[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist der zumindest eine Metallkorper als Reflektor aus-
gebildet, zum Reflektieren der elektromagnetischen
Strahlung in eine vorgegebene Abstrahlrichtung.

[0026] Der Metallkérper kann als Gehause der
Schichtenfolge derart ausgebildet sein, dass mittels
seiner Kanten eine Reflektion der emittierten elektro-
magnetischen Strahlung in eine vorgegebene Ab-
stahlrichtung gewahrleistet werden kann. Durch die-
se Ausbildung des Metallkérpers kann die Ab-
strahlcharakteristik des optoelektronischen Bauele-
mentes besonders vorteilhaft beeinflusst werden. Ein
derartig ausgebildetes optoelektronisches Bauele-
ment zeichnet sich durch eine kostenglnstige Her-
stellung und eine hohe Effizienz aus.

[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weist das optoelektronische Bauelement eine Kon-
verterschicht mit zumindest einem Leuchtstoff auf,
die auf zumindest einem Bereich der dem Grundkoér-
per abgewandten Oberflache der Schichtenfolge auf-
gebracht ist und mit dem zumindest einen Metallkor-
per in warmeleitenden Kontakt steht.

[0028] Die Konverterschicht ist typischerweise als
Lumineszenzkonversionsschicht mit mindestens ei-
nem Leuchtstoff ausgebildet. Der Leuchtstoff ist
durch die von dem optoelektronischen Bauelement
emittierte elektromagnetische Strahlung, die auch als
elektromagnetische Primarstrahlung bezeichnet wer-
den kann, anregbar und emittiert eine Sekundar-
strahlung. Die Primarstrahlung und die Sekundar-
strahlung weisen dabei unterschiedliche Wellenlan-
genbereiche auf. Ein gewlnschter resultierender
Farbort des optoelektronischen Bauelementes kann
beispielsweise durch ein Einstellen eines Mischungs-
verhaltnisses der Primarstrahlung und der Sekundar-
strahlung eingestellt werden. Typischerweise weist
die Konverterschicht zumindest ein Material aus der
Gruppe bestehend aus Silikonen, Siloxanen, Spin-on
Oxiden und photostrukturierbaren Materialien auf.
Der zumindest eine Leuchtstoff ist beispielsweise als
organischer Leuchtstoff und/oder liegt teilweise als
Nanopartikel vor.

[0029] Die Leuchtstoffe kdnnen aufgrund der Anre-
gung durch die Primarstrahlung, insbesonders bei ei-
ner UV-Primarstrahlung sehr stark erwarmt werden
und somit die Konverterschicht stark erwarmen.
Durch die warmeleitende Kopplung des Metallkor-
pers mit einer derartigen Konverschicht, kann die er-
zeugte Warme in der Konverterschicht besonders gut
an den als Warmesenke ausgebildeten Grundkorper
abgefiihrt werden und somit das optoelektronische
Bauelement besonders effizient betrieben werden.
Ferner kann eine Farbortschwankung unterbunden
werden und somit die Abstrahlcharakteristik des op-
toelektronischen Bauelementes besonders vorteil-
haft beeinflusst werden.

2009.06.25

[0030] Ausflihrungsbeispiele der Erfindung sind im
Folgenden anhand der schematischen Zeichnungen
naher erlautert. Es zeigen:

[0031] Fig. 1 schematische Schnittansichten eines
optoelektronischen Bauelements,

[0032] Fig. 2 eine weitere schematische Schnittan-
sicht eines optoelektronischen Bauelementes mit
Konverterschicht,

[0033] Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines
optoelektronischen Bauelementes,

[0034] Fig. 4 eine weitere schematische Schnittan-
sicht eines optoelektronischen Bauelementes mit
Metallmaske,

[0035] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Verbundes mehrerer optoelektronischer Bauelemen-
te.

[0036] In den Ausfiihrungsbeispielen und Figuren
sind gleiche oder gleichwirkende Bestandteile jeweils
mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die darge-
stellten Bestandteile sowie die GréRenverhaltnisse
der Bestandteile untereinander sind nicht als maf-
stabsgerecht anzusehen. Vielmehr sind einige De-
tails der Figuren zum besseren Verstandnis Ubertrie-
ben grof} dargestellt.

[0037] In Fig. 1 ist ein optoelektronisches Bauele-
ment 10 dargestellt, das beispielsweise als Lumines-
zenzdiode ausgebildet ist. Das optoelektronische
Bauelement 10 umfasst einen Grundkoéper 11, der
beispielsweise als Keramikkdrper oder als passivier-
ter metallischer Kérper oder als passivierter Silizium-
korper ausgebildet ist. Der Grundkérper 11 ist bevor-
zugt als Warmesenke mit geringem Warmeleitwider-
stand ausgebildet und weist typischerweise eine ge-
ringe Dicke auf, so z. B. 100 ym, wodurch eine gerin-
ge Bauhdhe des optoelektronischen Bauelementes
erzielt werden kann. Insbesondere ist der Grundkor-
per eine Folie. Der Grundkoérper 11 dient als Trager
fur eine Schichtenfolge 17, die dazu ausgebildet ist,
bei Beaufschlagung mit elektrischem Strom eine
elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Die
Schichtenfolge 17 ist beispielsweise als Dunnfilm-
schicht ausgebildet.

[0038] Die Dinnfilmschicht basiert beispielsweise
auf Nitrid-Verbindungshalbleitermaterialien und weist
mindestens einen aktiven Bereich auf, der geeignet
ist, die elektromagnetische Strahlung zu emittieren.
Die elektromagnetische Strahlung weist beispiels-
weise Wellenlangen aus dem blauen und/oder ultra-
violetten Spektrum auf. Dabei ist die Schichtenfolge
17 typischerweise auf einem separaten Aufwachs-
substrat aufgewachsen, nachfolgend von diesem ab-
geldst sowie auf den Grundkdrper 11 aufgebracht
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worden. Die Ablésung kann mittels eines Laserablo-
severfahrens erfolgen, wie es beispielsweise aus der
WO 98/14986 bekannt ist, deren Inhalt hiermit dies-
bezlglich einbezogen ist. Alternativ kann die Abl6-
sung durch Atzen oder ein sonstiges geeignetes Ab-
hebeverfahren erfolgen.

[0039] Nitrid-Verbindungshalbleitermaterialien sind
Verbindungshalbleitermaterialien, die Stickstoff ent-
halten, wie Materialien aus dem System In,Al,Ga,, N
mit0<x<1,0<y<1undx+y < 1. Die Dinnfilm-
schicht weist z. B. mindestens eine Halbleiterschicht
aus einem Nitrid-Verbindungshalbleitermaterial auf.

[0040] In dem aktiven Bereich der Schichtenfolge
17 kann beispielsweise ein herkdmmlicher pn-Uber-
gang, eine Doppelheterostruktur, eine Einfach-Quan-
tentopfstruktur (SQW-Struktur) oder eine Mehr-
fach-Quantentopfstruktur (MQW-Strukur) enthalten
sein.

[0041] Solche Strukturen sind dem Fachmann be-
kannt und werden von daher an dieser Stelle nicht
naher erlautert.

[0042] Die Schichtenfolge 17 weist an deren Seiten-
flachen eine als Isolationsschicht ausgebildete Isolie-
rung 12 auf, die beispielsweise als Passivierungs-
schicht ausgebildet ist und als Bestandteil beispiels-
weise SiO, aufweist. Ferner kann die Isolierung 12
als eine auf die Schichtenfolge 17 aufgebrachte
Lackschicht ausgebildet sein. Die Isolierung 12 weist
bevorzugt elektrisch isolierende Eigenschaften auf,
d. h. einen besonders hohen elektrischen Wider-
stand. Die als Passivierungsschicht ausgebildete Iso-
lierung 12 kann direkt mit den Seitenflachen der
Schichtenfolge 17 in Kontakt stehen. Alternativ kann
die Schichtenfolge 17 an deren Seitenflachen eine
als Isolationsschichtenfolge ausgebildete Isolierung
12 aufweisen. Diese kann neben der Passivierungs-
schicht zumindest eine weitere Schicht aufweisen, so
z. B. eine Luftschicht und/oder eine Lackschicht, die
beispielsweise zwischen den Seitenflachen der
Schichtenfolge 17 und der Passivierungsschicht an-
geordnet ist.

[0043] Zwischen der Schichtenfolge 17 und dem
Grundkorper 11 ist eine reflektierende elektrische
Kontaktstruktur 18 angeordnet, die mit einem ersten
elektrischen Anschlussbereich 13 elektrisch gekop-
pelt ist. An der reflektierenden elektrischen Kontakt-
struktur 18 wird die von der Schichtenfolge 17 ermit-
tierte elektromagnetische Strahlung reflektiert. Der
erste elektrische Anschlussbereich 13 ist auf einer
weiteren Isolationsschicht 12, die beispielsweise als
Passivierungsschicht ausgebildet ist, auf den Grund-
korper 11 aufgebracht. Der erste elektrische An-
schlussbereich 13 kann aber auch ohne weitere Iso-
lierung 12 auf den Grundkoérper 11 aufgebracht wer-
den.
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[0044] Die Schichtenfolge 17 ist mittels der reflektie-
renden elektrischen Kontaktstruktur 18 auf den
Grundkorper 11 geldtet oder geklebt, wobei der
Grundkorper 11 bevorzugt elektrisch isolierend aus-
gebildetist, d. h. einen besonders hohen elektrischen
Widerstand aufweist. Alternativ kann die Schichten-
folge 17 aber auch mittels eines elektrisch isolieren-
den Lots oder einer Passivierungsschicht zwischen
reflektierender elektrischer Kontaktstruktur 18 und
Grundkorper 11 auf diesen aufgebracht sein.

[0045] Auf einer dem Grundkdérper 11 abgewandten
Oberflache der Schichtenfolge 17 ist eine Stromver-
teilungsstruktur 14 aufgebracht. Diese ist typischer-
weise metallisch, so z. B. aus Au oder Ag, auf der
Oberflache der Schichtenfolge 17 ausgebildet. Typi-
scherweise verlauft die Stromverteilungsstruktur 14
in Form von Kontaktstegen Uber die Oberflache der
Schichtenfolge 17. Bevorzugt bilden die Kontaktste-
ge die Umrisse mehrerer Rechtecke oder Quadrate
aus. Besonders bevorzugt weisen die mehreren
Rechtecke oder Quadrate jeweils zumindest eine ge-
meinsame Seitenkante (in Fig. 1 nicht dargestellt),
besonders bevorzugt sogar zwei gemeinsame Sei-
tenkanten, auf. Insbesondere kdnnen die Kontaktste-
ge den Umriss mehrerer Quadrate und/oder Rechte-
cke ausbilden, die jeweils einen gemeinsamen Eck-
punkt aufweisen. Die Stromverteilungsstruktur 14 ist
dazu ausgebildet, bei Beaufschlagung mit einem
Strom, diesen homogen in die Schichtenfolge 17 ein-
zubringen, um eine mdglichst homogene Stromver-
teilung in der Schichtenfolge 17 zu gewahrleisten.
Mittels derartiger Stromverteilungsstrukturen 14 kann
eine besonders homogene Abstrahlcharakteristik
des jeweiligen optoelektronischen Bauelementes 10
erreicht werden, insbesondere wenn diese beson-
ders grofRflachig, so z. B. > 1 mm?, ausgebildet ist.

[0046] Neben der reflektierenden elektrischen Kon-
taktstruktur 18 ist auf dem Grundkdrper 11 ein zweiter
elektrischer Anschlussbereich 16 aufgebracht, der
mit der Stromverteilungsstruktur 14 mittels eines Me-
tallkdrpers 15 elektrisch gekoppelt ist. Der Metallkor-
per 15 ist auf zumindest einem Bereich der Isolierung
12 der Schichtenfolge 17 aufgebracht und weist bei-
spielsweise eine Passivierungsschicht auf. Alternativ
kann der Metallkérper 15 aber auch auf zumindest ei-
nen Bereich einer als Isolationsschichtenfolge aus-
gebildeten Isolierung 12 aufgebracht werden, die bei-
spielsweise eine Passivierungsschicht und eine Luft-
schicht aufweist. Der Metallkdrper 15 ist beispielswei-
se mittels eines galvanischen Verfahrens auf den
zweiten Anschlussbereich 16 und/oder der Isolierung
12 aufgebracht. Grundsatzlich sind aber auch andere
einem Fachmann bekannte Verfahren zum Aufbrin-
gen des Metallkdrpers 15 einsetzbar. Der Metallkor-
per 15 kann dabei direkt auf zumindest einen Bereich
der als Passivierungsschicht ausgebildeten Isolie-
rung 12 aufgebracht sein. Zwischen dem Metallkor-
per 15 und der Passivierungsschicht kann aber auch
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eine weitere Schicht zumindest bereichsweise ange-
ordnet sein, so z. B. eine Luftschicht. Der Metallkor-
per 15 enthalt typischerweise Bestandteile von Au,
Ag, oder Ni und zeichnet sich somit durch einen ge-
ringen Warmeleitwiderstand, sowie einen geringen
elektrischen Widerstand aus. Der Metallkérper 15 ist
mittels des zweiten Anschlussbereiches 16 warme-
leitend mit dem Grundkdérper 11 gekoppelt.

[0047] Beispielsweise werden der erste und zweite
elektrische Anschlussbereich 13 und 16 entweder
unter Verwendung einer Schablone aufgedruckt oder
vollflachig aufgebracht und nachfolgend mittels Pho-
tolithographie in gewlinschter Weise strukturiert. Vor-
zugsweise wird der erste und zweite Anschlussbe-
reich 13 und 16 aus einem Metall oder einer Metall-
verbindung gebildet. Insbesondere enthalt der erste
und zweite Anschlussbereich 13 und 16 Au oder Ag.

[0048] Die wahrend eines Betriebs des optoelektro-
nischen Bauelementes 10 erzeugte Warme kann
senkrecht zur Schichtenfolge 17 in den Grundkdorper
11 abgeleitet werden und zuséatzlich mittels des Me-
tallkérpers 15 lateral zur Schichtenfolge 17 in den
Grundkdrper 11 abgeleitet werden (siehe Pfeile 19).
Dabei kann der Metallkérper 15 abhangig von der je-
weiligen Anforderung der Warmeableitung des opto-
elektronischen Bauelementes 10 mehr oder weniger
groRBvolumig ausgebildet sein. Insbesonders bei op-
toelektronischen Bauelementen 10 fur Hochstroman-
wendungen, die beispielsweise Kantenlange von 1
mm aufweisen und bei einer Versorgungsspannung
von 3 V bis 4 V beispielsweise einen Strom von 1 A
zum Betrieb bendtigen, ist der Metallkérper 15 be-
sonders grof3volumig und groRflachig mit dem zwei-
ten Anschlussbereich 16 gekoppelt, um die erzeugte
Warme besonders effizient an den Grundkorper 11
abzuflihren.

[0049] Die reflektierende elektrische Kontaktstruk-
tur 18 und der zweite elektrische Anschlussbereich
16 sind mittels der Isolierung 12 elektrisch voneinan-
der isoliert, so dass ein Kurzschluss zwischen den
beiden Anschlussbereichen vermieden werden kann.

[0050] Grundsatzlich kann das optoelektronische
Bauelement 10 auch derart ausgebildet sein, dass
die Stromverteilungsstruktur 14 nicht mittels des Me-
tallkérpers 15 mit dem zweiten elektrischen An-
schlussbereich 16 gekoppelt ist. In derartigen Ausbil-
dungen wird der Metallkérper 15 typischerweise nur
zur Warmeableitung verwendet und kann somit auch
direkt auf den Grundkérper 11 aufgebracht werden,
so dass eine besonders hohe Warmeableitung ge-
wahrleistet ist.

[0051] In Eig. 2 ist ein weiteres Ausflhrungsbeispiel
eines optoelektronischen Bauelements 10 dargestellt
mit einem Metallkérper 15, der als Metallumrandung
ausgebildet alle vier Seitenflachen der Schichtenfol-
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ge 17 umrandet (in Fig. 2 sind nur die linke und rech-
te Seitenflache dargestellt), wobei der Metallkérper
15 nicht elektrisch gekoppelt ist mit der Stromvertei-
lungsstruktur 14 auf der dem Grundkoérper 11 abge-
wandten Oberflache der Schichtenfolge 17. Alterna-
tiv kann die Stromverteilungsstruktur 14 mittels
Bonddrahts mit dem zweiten elektrischen Anschluss-
bereich 16 elektrisch gekoppelt sein (nicht darge-
stellt), wobei der Bonddraht beispielsweise einem
Eckpunkt zumindest eines Rechtecks oder Quadrats,
dessen Umriss durch die Kontakistege ausgebildet
wird, zugeordnet ist. Insbesondere kann der Bond-
draht einem gemeinsamen Eckpunkt mehrerer Qua-
drate und/oder Rechtecke zugeordnet sein. Durch
die warmeleitende Kontaktierung des Metallkérpers
15 an mehreren Seitenflachen der Schichtenfolge 17,
kann die Effizienz der lateralen Warmeableitung in
den Grundkérper 11 noch erhéht werden, wobei dar-
auf zu achten ist, dass der Metallkoérper 15 nicht zu-
gleich elektrisch gekoppelt ist mit dem ersten und
zweiten elektrischen Anschlussbereich 13 und 16.

[0052] Das optoelektronische Bauelement 10 zeich-
net sich ferner dadurch aus, dass es eine als Lumi-
neszenzkonversionsschicht ausgebildete Konverter-
schicht 20 umfasst mit mindestens einem Leucht-
stoff. Als Leuchtstoff sind beispielsweise anorgani-
sche Leuchtstoffe geeignet, die mit seltenen Erden,
insbesondere mit Ce oder Tb, dotierte Granate, die
bevorzugt eine Grundstruktur A,B;O,, aufweisen,
oder organische Leuchtstoffe, wie Perylen-Leucht-
stoffe.

[0053] Die Konverterschicht 20 ist mittels einer
transparenten Zwischenschicht 21 mit der dem
Grundkorper 11 abgewandten Oberflache der
Schichtenfolge 17 gekoppelt. Typischerweise ist die
transparente Zwischenschicht als Passivierungs-
schicht ausgebildet. Die transparente Zwischen-
schicht 21 ist bevorzugt warmeleitend, d. h. mit einem
geringen Warmeleitwiderstand, ausgebildet und fer-
ner warmeleitend mit dem Metallkérper 15 gekoppelt.
Eine derartige Ausbildung des optoelektronischen
Bauelementes 10 ist besonders geeignet, die er-
zeugte Warme der Schichtenfolge 17 abzufihren
und eine von dem Leuchtstoff der Konverterschicht
20 erzeugte Warme, die wahrend der Umwandlung
von der Primarstrahlung in die Sekundarstrahlung er-
zeugt wird, insbesondere bei einer Primarstrahlung
im UV-Wellenlangenbereich, zum Grundkoérper 11
abzuleiten.

[0054] In einem weiteren vorteilhaften Ausflihrungs-
beispiel ist der Metallkérper 15 derart ausgebildet
und geformt, dass er an den Metallkérper-Kanten 22,
die der Hauptabstrahlrichtung der emittierten elektro-
magnetischen Strahlung der Schichtenfolge 17 zuge-
ordnet sind, reflektierend wirkt und somit die Ab-
strahlcharakteristik des optoelektronischen Bauele-
mentes 10 vorteilhaft beeinflusst.
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[0055] Der Metallkorper 15 stellt ein Gehause des
optoelektronischen Bauelementes 10 dar, auf das zu-
satzliche optische Elemente und/oder Schichten, wie
z. B. optische Linsen und/oder Abdeckschichten mit
strahlformenden Eigenschaften aufgebracht werden
kénnen.

[0056] In Fig. 3 ist eine Draufsicht auf ein optoelek-
tronisches Bauelement 10 dargestellt. Auf dem
Grundkorper 11 sind der erste und zweite elektrische
Anschlussbereich 13 und 16 des optoelektronischen
Bauelementes 10 aufgebracht. Der erste elektrische
Anschlussbereich 13 ist mit der reflektierenden elek-
trischen Kontaktstruktur 18 elektrisch gekoppelt
(nicht dargestellt). Der zweite elektrische Anschluss-
bereich 16 ist mittels des Metallkdrpers 15 mit der
Stromverteilungsstruktur 14 elektrisch gekoppelt. Die
Stromverteilungsstruktur 14 ist als rechteckige Struk-
tur auf die dem Grundkorper abgewandten Oberfla-
che der Schichtenfolge 17 aufgebracht, so z. B. mit-
tels eines galvanischen Verfahrens. Mittels der recht-
eckig angeordneten Stromverteilungsstruktur 14
kann der Strom besonders homogen der Schichten-
folge 17 zugefuhrt werden, um eine besonders homo-
gene Abstrahlcharakteristik, insbesonders bei grof3-
flachigen optoelektronischen Bauelementen zu ge-
wahrleisten. Die Stromverteilungsstruktur 14 kann al-
ternativ aber auch quadratisch oder in Form von kon-
zentrischen Quadraten und/oder Rechtecken mit zu-
mindest einem gemeinsamen Eckpunkt angeordnet
sein.

[0057] Der Grundkorper 15 umschlie3t die Schich-
tenfolge 17 an drei Seitenflachen und gewahrleistet
dadurch eine besonders gute Warmeableitung in den
Grundkdrper 11. Auch eine Umrandung aller vier Sei-
tenflachen der Schichtenfolge 17 ist mdglich.

[0058] In Fig. 4 ist ein weiteres optoelektronisches
Bauelement 10 dargestellt mit der Schichtenfolge 17
und einer darauf aufgebrachten Stromverteilungs-
struktur 14. Die Eig. 4 zeigt ein weiteres Ausfuh-
rungsbeispiel bei dem der Metallkérper 15 nicht gal-
vanisch aufgebracht wird, sondern als Metallmaske
ausgebildet auf die Isolierung 12 der Schichtenfolge
17 aufgebracht wird. Der als Metallmaske ausgebil-
dete Metallkérper 15 umfasst typischerweise eine
Ausnehmung in Form der Schichtenfolge 17 und
kann direkt auf die Isolierung 12 der Schichtenfolge
17 aufgebracht, so z. B. aufgel6tet oder geklebt, wer-
den. Der als Metallmaske ausgebildete Metallkorper
15 kann derart ausgebildet sein, dass nur jeweils eine
Seitenflache der Schichtenfolge 17 mit dem Metall-
korper 15 bedeckt wird. Die Metallmaske kann aber
auch ringférmig ausgebildet sein, so dass mehr als
eine Seitenflache mittels des Metallkérpers 15 be-
deckt ist. Das Aufbringen des als Metallmaske aus-
gebildeten Metallkorpers 15 ist besonders dann vor-
teilhaft, wenn die Metallmaske mehrere Ausnehmun-
gen in Form der Schichtenfolge 17 aufweist und so-
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mit ein Verbund von Schichtenfolgen 17 von optoe-
lektronischen Bauelementen 10 auf beispielsweise
einem gemeinsamen Grundkdrper 11 mit einem Me-
tallkérper 15 versehen werden. Eine derartige Her-
stellung von optoelektronischen Bauelementen ist
besonders kostengtinstig.

[0059] In einem weiteren Ausfluhrungsbeispiel kann
das optoelektronische Bauelement 10 derart ausge-
bildet sein, dass der erste elektrische Anschlussbe-
reich 13 mittels einer nichtreflektierenden elekitri-
schen Kontaktstruktur 18 mit der dem Grundkorper
15 zugeordneten Oberflache der Schichtenfolge ge-
koppelt ist. Ferner kann der Grundkérper 11 im Be-
reich der Schichtenfolge 17 (gestrichelten Linien in
Fig. 4) transparent, so z. B. mit Glas, oder mit einer
Ausnehmung in Form der Schichtenfolge 17 ausge-
bildet sein, so dass das optoelektronische Bauele-
ment 10 die elektromagnetische Strahlung in eine
dem Grundkérper 11 abgewandten Abstrahlrichtung
emittiert und eine dem Grundkdrper 11 zugewandten
Abstrahlrichtung emittiert. Auch bei einer derartigen
Ausbildung des optoelektronischen Bauelementes
10 ist sichergestellt, dass die Warme lateral mittels
des Metallkdrpers 15 in den Grundkdrper 11 abgelei-
tet wird.

[0060] In Fiqg. 5 ist eine Draufsicht eines Verbundes
mehrerer optoelektronischer Bauelemente 10 auf ei-
nem Grundkoérper 11 dargestellt. Jeder der darge-
stellten optoelektronischen Bauelemente 10 umfasst
den ersten und zweiten elektrischen Anschlussbe-
reich 13 und 16. Je nach Anforderung, kénnen die
einzelnen optoelektronischen Bauelemente 10 elek-
trisch zusammengeschaltet werden, so z. B. in Rei-
henschaltung. Die elektrische Kontaktierung der je-
weiligen optoelektronischen Bauelemente 10 kann
beispielsweise mittels photolithographischen Verfah-
rens erfolgen. Auch ein als Metallmaske ausgebilde-
ter Metallkorper 15, der eine Mehrzahl von Ausneh-
mungen fur alle Schichtenfolgen 17 des Verbundes
von optoelektronischen Bauelementen 10 aufweist,
ist denkbar.

[0061] Jeder der optoelektronischen Bauelemente
10 umfasst jeweils einen Metallkdrper 15 auf einer als
Isolationsschicht oder als Isolationsschichtenfolge
ausgebildeten Isolierung 12. Durch eine derartige
Ausbildung der einzelnen optoelektronischen Baue-
lemente 10 ist die bendtigte Flache des jeweiligen op-
toelektronischen Bauelementes 10 besonders gering
und somit kann die Bauelementdichte auf einem vor-
gegebenen Grundkorper 11 besonders hoch ausge-
legt werden. Grundsatzlich kann der Metallkdrper 15
aber auch ringférmig um die Schichtenfolge 17 aus-
gebildet sein.

[0062] Die in Fig.5 dargestellten optoelektroni-
schen Bauelemente 10 sind rechteckig ausgebildet.
Aber auch andere Formen der optoelektronischen
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Bauelemente 10 sind denkbar, so z. B. eine sechse-
ckige Form oder eine runde Form. Insbesondere im
Hinblick auf eine optimale Warmeableitung und/oder
eine optimale Nutzung der vorgegebenen Flache des
Grundkorpers 11 ist zu entscheiden, welche Form am
geeignesten auszubilden ist.

[0063] Ferner kann der in Fig. 5 dargestellte Ver-
bund von optoelektronischen Bauelementen 10 mit
zusatzlichen elektronischen Bauelementen bestlickt
werden, so z. B. Kondensatoren, Widerstanden
und/oder Induktivitdten. Die zusatzlichen elektroni-
schen Bauelemente kdnnen zu einer vorgegebenen
Schaltungsanordnung zur Ansteuerung der optoelek-
tronischen Bauelemente angeordnet sein, so z. B.
zur Strombegrenzung oder Helligkeitssteuerung.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (10) mit zu-
mindest einem Metallkérper (15) und einer Schich-
tenfolge (17), die auf einem Grundkoérper (11) aufge-
bracht ist und die dazu ausgebildet ist, eine elektro-
magnetische Strahlung zu emittieren und bei der auf
zumindest einer Seitenflache eine Isolierung (12)
aufgebracht ist, wobei der zumindest eine Metallkor-
per (15) auf zumindest einen Bereich der Isolierung
(12) aufgebracht ist und so ausgebildet ist, dass er in
warmeleitenden Kontakt steht mit dem Grundkorper
(11).

2. Optoelektronisches Bauelement (10) nach An-
spruch 1, bei dem die Isolierung (12) als Isolations-
schicht oder als Isolationsschichtenfolge ausgebildet
ist.

3. Optoelektronisches Bauelement (10) nach An-
spruch 2, bei dem die Isolationsschicht oder die Iso-
lationsschichtenfolge eine Passivierungsschicht
und/oder zumindest eine Luftschicht aufweist.

4. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Anspriiche, bei dem der zu-
mindest eine Metallkérper (15) als Metallmaske (40)
ausgebildet ist.

5. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Anspriiche, bei dem der zu-
mindest eine Metallkérper (15) mittels eines galvani-
schen Verfahrens hergestellt ist.

6. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Anspriiche, bei dem auf zu-
mindest einen Bereich einer dem Grundkdrper (11)
abgewandten Oberflache der Schichtenfolge (17)
eine Stromverteilungsstruktur (14) aufgebracht ist.

7. Optoelektronisches Bauelement (10) nach An-
spruch 6, bei dem der zumindest eine Metallkérper
(15) elektrisch leitend mit der Stromverteilungsstruk-
tur (14) und mit einem elektrischen Anschlussbereich
(16) zum elektrischen Kontaktieren des optoelektro-
nischen Bauelementes (10) in Kontakt steht.

8. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Anspriche, bei dem der
Grundkdrper (11) als Keramikkorper, als passivierter
Siliziumkdorper oder als passivierter metallischer Kor-
per ausgebildet ist.

9. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Anspriiche, bei dem der zu-
mindest eine Metallkérper (15) zumindest einen der
Bestandteile Au, Ag oder Ni aufweist.

10. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Anspriiche, bei dem der zu-
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mindest eine Metallkérper (15) als Reflektor ausge-
bildet ist, zum Reflektieren der elektromagnetischen
Strahlung in eine vorgegebene Abstrahlrichtung.

11. Optoelektronisches Bauelement (10) nach ei-
nem der vorstehenden Ansprliche, das eine Konver-
terschicht (20) mit zumindest einem Leuchtstoff auf-
weist, die auf zumindest einem Bereich der dem
Grundkdrper (11) abgewandten Oberflache der
Schichtenfolge (17) aufgebracht ist und mit dem zu-
mindest einen Metallkérper (15) in warmeleitenden
Kontakt steht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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